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FOTODIODA ' "  BPYP 41

F o to d io d a  BPYP 41; j e s t  krzemową e p ip la n a r n ą  f o t o d io d ą  w i e l k i e j  

c z ę s t o t l i w o ś c i * .  J e s t .  p rzezn aczo n a  do d e t e k o j i  prom ieniow ania 

w id z ia ln e g o  i  b l i s k i e j :  p o d c z e rw ie n i ,  zmodulowanego sygnałem  

'w i e l k i e j  c z ę s t o t ]  iw o śo i  o ra z  szybko n a r a s t a j ą c y c h  impulsów 

te g o  prom ieniow ania .. ’

D0PU5ZOŻALNE WARTOŚCI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH

N a p ię c ie  p o l a r y z a c j i  x \ 
w k ieru n k u  zaporowym V • 100 V

t

N a tę ż e n ie  prądu  j  asnego 
przy e k s p o z y c j i  c i ą g ł e j 1T,

1 mA

T em peratura  p r a c j ^amb
-40  4- +85°C

T em peratura  przechowywania t g
-40  r  +85°C

*  ^Zalecone n a p i ę c i e  pracy -  60 4- i 00 V



BPYP41

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

~  2 -

P aram etr Symbol Warunki W artość
Je d n .pomiaru m in. ty p . m ax.

iSrednioa o b sz a ru  
ś w ia t ło c z u łe g o i» d mm 0 ,8 7 4 . mm'

J
C z u ło ść  na' p ro ­
m ieniow anie  mono- 
chromatyc zne

S* X = 0 ,8 5  ̂ u i 

UR= 60 V

i 0 ,4 0 ,5 •Jb* A /V /. 
•

C zas n a r a s t a n i a /  
o p a d a n ia  im p u lsu  
prąd u  f o t o e l e k -  
t r y c z n e g o V * r

* = 0 ,9 /um  
R = 50Xi2

Ju
UT3= 60 V

i i  , 1 , 5 / 1 , 5 3 , 5 / 3 , 5 ns

C z ę s t o t l i w o ś ć
g r a n ia z n a f

g ■
*  = 0 ,9 ; /urn
r l ~  50 n

UR= 60 V

100 200 mm

\

MHz.'

N a tę ż e n ie  prądu  
ciem nego xo

UR= 100 V - 0,005- 0,1 ^uA

Pojemność
e le k t r y c z n a c UR= 60 t  . - 5 ,5 5 pF

G< as as 0.7 Q8 09 w  u
Typowa c h a r a k te r y s t y k a  widmowa c z u ł o ś c i  fo to d io d y

I3PYP, 41
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Cena 6 z ł
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